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Ha lbbrucken ba u gru ppe 

Die Erfindung betrifft eine Haibbruckenbaugruppe, die 
in einer elektrisch isoiierenden Kuhlfiussigkert angeord- 
net ist und boi der zwei Halblerterschalter sine Halbbruk- 
ke bilden; der erste Halbieiterschaiter mit seinem Source- 
AnschluB mit einsm hohen Spannungspotential und der 
zwoito Halbleiterschaiter mit seinem DrBirv AnschluB mit 
einem niedrigen Spannungspotential verbindbar 1st; der 
Drain-AnschluB jades erstan Halblaftarschaltars mit dam 
Source- AnschluB des jawelligen zwelten Halbleiterschal- 
ters verbunden ist; wobef jewefiige erste Halbleiterschai- 
ter mit ihrem Source- AnschluB auf einer gemelnsamen 
ersten, mit dem hohen Spannungspotential verbindbaren 
Leiterschiane angeordnet sind; jewellige zweite Halblei- 
terschaiter mit Ihrem Source-AnschluS auf einer zwelten, 
den Ausgang bildenden Leiterschiene angeordnet sind, 
die im Abstand zur erstan Leiterschiene neben dleser an- 
geordnet ist jeder zwerte Hal blahersch alter mit seinem 
Drain-AnschluB mit einer gemeinsamen dritten, mit dem 
niedrigen Spannungspotential verbindbaren Leiterschie- 
ne verbunden ist, die im Abstand zu und neben der ersten 
und der zwelten Leiterschiene angeordnet 1st; eine Korv 
densatoranordnung elnen mit der ersten und der dritten 
Leiterschiene verbundenen StOtzkondensator autwefst, 
der den ersten und zweiten Halbleiterschaiter derart Gber- 
grerft, daB slch die Halbleiterschaiter raumlich zwischen 
den entsprechenden Leiterschienen und dem StOtzkon- 
densator beMnden; eln Steuereingang elnen AnschluB zur 
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Beschreabung 

Die Erfindung betrifft eine H albbnickenb augruppe zum 
schallen elektrischer LeiBTungen, die in einem eine elek- 
trisch isonerende KiihlfiussigkeLt enthaltenden GehMiise an- 
geordnet ist, und bei der werrigstens zwei Halbledterschalter 
unter Bildung einer Hambrucke in Serde geschaltet sind Da- 
bei weist jeder Halbleiterschalter einen Steuemngang zur 
Verbindimg tnit eaner Ansteuereiiirdchtung auf. Der erste 
Halbleiterschaltcr ist mit seinem Source- AnschluB mit ei- 
nem hohen Spazmungspotential verbindbar und der zweite 
Halbleiterschalter ist mit seinem Drain- AnschluB mit einem 
oiedngen Sp aTr n iTn g ?pot enti M verbindbar, Zur Bildung Bines 
Ausgangs ist der Drain- AnschluB jedes ersten Halblater- 
schalters mit dem Source- AnschluB des jeweiligen zweiten 
Halbleitcrschalters verbunden. AuBerdcm ist wemgstens 
eine "Konrien sa tnranardnung zwischen dem hohen und dem 
oiedngen Spannungspotential angeordnet. 

Eine solche Halbbruckenbau gruppe ist aus der DE-A-42 
30510 bekannt 

Derartige Halbbruckenanoidnungen sind zur Bildung von 
Weenselrichtexn fur die unterschied] ichsten Anwendungs- 
bereichc, z. B. zur Speisung von DrehfeMmasclunen, Per- 
manentmagnetmotoren und dergL im Einsatz (siehe z. B. 
auchdieDErA-4027 969). 

Aus der US-PS 5,132,896 ist eine WechseMcnteranard- 
nung bekannt, die zur Verringerung der Wirkung verteilter 
Induktivitaten der Letter, die zum Verbinden der Kondensa- 
taren und der Halbleiterschalter verwendet werden, platten- 
fomrige Zuleitungen mit groSer Flache aufweist Dadurch 
werden groBe Dampfungskondensatoren zur Xompensation 
der Leitungs induktivitaten vermieden. AuBerdem karm 
durch die groBflaehige Gestaltung der plattenfomrigen Zu- 
leitungen die Warmeabstrahlung verbessert werden. Des 
weiteren sind die plattenforniigen Zuleitungen so gestaltet, 
daB die GrOBe und die Richtung des Stromflusses durch die 
plattenfbrmigen Zuleitungen die Wirkung der verteilten In- 
dukdvitaten rnjrrirmeren. 

ADerdings dienen bei dieser Wechselrichteranordnung 
die grOBflachigen Zuleitungen lediglich der Minderung von 
Stonndukuvit&en und sind als Zuleitungen zu grofien Elek- 
trolytkondensataren eingesetzt. 

Dm die Leismngsdichte der eingangs bescbriebenen 
Halbbruckenbaugruppe weiter zu steigem, und urn sie ins- 
besondere fiir die GtofisenBnetnsatz noch geeigneter zu ge- 
stalten, ist sie dahin gehend weitergebildet, daB jeweflige er- 
ste Halbleiterschalrer mit ihrem S ource-AnschluB auf ciner 
gemeinsamen ersten, mit dem hohen Spannungspotential 
verbindbaren metallischen Leiterschiene angeardnet sind 
und jeweilige zweite Halbleiterschalter mit ihrem Source- 
AnschluB auf eaner gemeinsamen zweiten, den Ausgang bil- 
denden metallischen Leiterschiene angeordnet sind, wobei 
die zweite Leiterschiene im Ab stand zur ersten Leiter- 
schiene neben dieser angeordnet ist. Weiterhin ist jeder 
zweite Halbleiterschalter rnit seinem Drain- AnschluB mit ea- 
ner gemeinsamen dritten, rxrit dem rriedrdgen Spannungspo- 
tential verbindbaren metallischen Leiterschiene verbunden, 
die im Abstand zu und neben der ersten und der zweiten Lei- 
t^r sehfiene ^^ge^ rr d n Pt , TVir TCnn H sa to rn noi di mng weist ei- 
nen mit der ersten und der dritten Leiterschiene durch An- 
schlOssc verbundenen Stutzkondensator auf, der den ersten 
und zweiten Halbleiterschalter derart iibejgreift, daB sich die 
Halbleiterschalter raurnlich zwischen den entsprecfaenden 
Leiterschienen und dem Stutzkondensator behnden. AuBer- 
dem weist der Steucreingang einen AnschluB zur Verbin- 
dung mit der Ansteuereonnchtung im Bereich einer ersten 
Stirnseite der Leiterschienen auf, und der Ausgang weist ei- 
nen AnschluB zur Verbindung mit einem elektrischen Ver- 



braucher im Bereich einer der ersten gegenuberliegenden, 
zweiten Stimseite der zweiten Leiterschiene auf. 

Durch den erfindungsgemaBen Aufbau der Halbbrucken- 
b augruppe wind eine besonders kompakte Anordnung er~ 
S reicht, die eine mit bisherigen L5sungen nicht vergleichhare 
Packungsdichte ermoglicht. Damit kann sowohl das erfor- 
derliche Volumen an Kuhlflussigkeit bezogen auf das Ge- 
saintvolumen gering gehalten werden, als auch eine Minia- 
tjurisierung der O g^Tntannrririu ng erreicht werden, die einen 

LO P.inraty. der Erfindung auch in mobilen Anwendungen sehr 
wirtschaftlich werden laBL Dabei spielt auch eine crhebliche 
Rolle, daB durch den die dritte Dimension ausnutzenden 
Aufbau eine raumiiche Tzennung der Leistung fuhrenden 
Ledtungen (bzw. I^tezscmenen) und Anschlflsae einerseits 

15 und der Ansteuerleitungen andercrseits ermSglicht ist Dies 
fUhrt zu einer erhcblich erhohten Stdrsicherheit Ein wedte- 
rer wesentlicher Gesichtspunkt der Erfindung ist der rnodu- 
lare Aufbau, der eine pzoblemlose Erwedterung und Anpas- 
sung der Halbbruckenbaugruppe an die jeweiligen Anfbrde- 

20 rungen edaubt. 

Bed einer be vorzugten Ausfunrungsfbrm sind die Halblei- 
terschalter riurc h y h n ell x c fon 1 tf.pH t» ? verlnstarme Feldefrekt- 
TransLstorcn (FEIs) oder durch schnellschaltende, vedust- 
arme bipolare Iransistoren mit isoliertem GateanschluB 

25 (TGBTs) gebildet Dabei kdnnen insbesondere MOS-FETs 
mit integrierten Freilaufddoden oder zu den Iransistoren 
parallel geschaltete zusatzliche externe Freilaufdioden ein- 
gesetzt werden, Diese externen Freilaufdioden sind vorteil- 
haft in gleicher Weise wie die Halbleiterschalter und in un- 

30 mittelbarer Nane zu diesen auf einer der Leiterschienen an- 
geordneL 

Insbesondere zur mechanise hen und elektrischen Paral- 
lelschaltung mehrerer Halbbruckenbaugruppen sind an der 
ersten und der dritten Leiterschiene eiektrische leitende Ab- 
as standshalter angeordnet Damit konnen gleichartige Halb- 
bruckenbaugruppen starr miteinander gekoppelt werden und 
g1en ghy.a irig die Zuftthrung der hohen und nledrigen Poten- 
tiale an alle derart gekoppelten Halbbruckenbaugruppen auf 
einf ache Weise erreicht werden. Die Abstandshalter sind in 

40 einer ersten Ausfuhrungsform der Erfindung als separate 
BauteQe realisiert, mit denen die jeweiligen Leiterschienen 
verbunden (verschraubt, vernietet, verschweiBt etc.) sind. 
Alternativ dazu konnen die Abstandshalter auch mit den 
Leiterschienen einstuckig sein, so daB der erforderliche Ab- 

45 s tand zwischen den einzelnen Halbbruckenbaugruppen 
durch iinrmrtelbares Zusamrnenfugen der jeweiligen Leiter- 
schienen zustandekomrnt und auch genau eingehaUen ist 

In einer bevorzugten AusfDhrurigsform der Erfindung 
sind die erste, zweite und dritte Leiterschiene durch eine 

50 elektrisch isolierende TrMgerplatine mechanisch miteinan- 
der fest verbunden. Alternativ dazu kdnnen die erste, zweite 
und dritte Leiterschiene durch elektrisch isolierende Stege, 
die zwischen den einzelnen Leitejrschieoen angeordnet sind, 
mechanisch miteinander fest verbunden sein. Die Tragerpla- 

55 tine kann auch zur Aufnahrne von Leiterbahnen dienen, urn 
den Halbleitem Steuersignale zuzufunren, oder um Test- 
oder Mess-SteUen herauszufunrert Die Iragerplatine dient 
auch dazu, Verbindungsleitnngen zwischen den jeweiligen 
Smueredngangen der Halbleiterschalter und dem AnschluB 

60 zur Verbindung mit der Ansteuereanrichtung aufzunehmen. 
Vorzugsweise ist dabei die Iragerplatine mit Aussparun- 
gen versehen, die so bemessen sind, daB die auf den Leiter- 
schienen direkt aufgebrachten HalbLedter (Transistocen und 
Dioden) zumindest mit ihren Kontaktierungsstellen freilie- 

65 gen, also nicht durch die Tragcrplatine verdeckt sind. Dies 
bewirkt, daB die effektive BauhShe der Halbledter und der 
Iragerplatine sich nicht addieren. Vielmehr sind beide mit 
den Leiterschienen direkt (auf gleichem Niveau) verbunden. 
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Die Tragerplatine client damit sowohl der mechamschen 
Verbindung der Lekerschtienen untereinander als anch der 
eleknischen LeitungsfUtaning. Die Verbindung der auf der 
Tragerplatine angeordneten Leiterbahnen mil den Kontak- 
tierungsstellen der HnThledter wild vorzugsweise duich 
Bond-Drfihte hergestellt 

Altemadv dazu kann anstelle der Tragerplatine an den 
Lei terse hienen eine elektrisch isolierende Folie nrit Verbin- 
dungsleitungen zwischen den jeweiligen Steuereingsngen 
und dem AnschluB zur Verbindung mil der AnsteuereinrLch- 
tung angeordnet sein. Da eine Folie nicht geeignet ist, eine 
mechanisch starre oder feste Verbindung zwischen den ein- 
zelnen Leiterschienec hftirnstellen, muB aufiezdem zum 
Herstellen der notwendigen Festigkeil der Leiterscbdenen- 
Anordnung eine Verbindung der Lciterschienen an deren 
einander zugewandten Seitenflftchen vorgesehen scin. Dies 
kann dnicb die oben erwahnten Stege oder churn elektrisch 
isoliereoden Kleber exroicht werden. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung 
tragt die elektrisch isolierende TrSgerplatinc oder die Folie 
strombegrenzepde Wideistknde in den Ansteuerieitungen 
fur die Halbleiterschalter; wobei diese (Gate-yWiderstande 
zwischen den jeweiligen Steuereingangen und dem An- 
schluB zur Verbindung mit der Ansteuexeiorichtung vorge- 
sehen sind. 

ErfindungsgemaVB sind wenigstens zwei Halbbruckenbau- 
gruppen der vorstehend beschriebenen Art mechanisch ein- 
ander zugeordnet sind und elektrisch parallelgeschaltet um 
eine Halbbriickenanordnung zu bilden. Dutch das erfin- 
dung s gemMBe modulare K cmzep t ist eine einfache Erweite- 
rung auf hShere Ausgangsleistungen moglichu Durch einfa- 
ches Farallelschalten einer entsprechenden Anzahl von 
Halbbruckenbaugruppen bzw. Erweitem einer Halbbrtik- 
kenanordnung um zusatzliche Halbbruckenbaugruppen ist 
es auch mOglich, eine habere Ausgangsleistung bzw. Pha- 
Benzahl bereitzustellen. 

Die Erfindung betrifft demnach auch eine Leisuingsend- 
stufe einer Ansteuereinri chtung fur einen mehrphasigen 
Elektromotor, bei der fur jede Phase des Elektromotors eine 
HalbbrUckenanordnung bereitgestellt ist, wobei die Halb- 
bruckenanordnungen nebeneinander angeordnet sind. In ei- 
ner bevorzugten Ausfuhningsform der Erfindung wind eine 
Leistungsendstufe einer Ansteuereinri chtung fur einen 
mehrphasigen Elektromotor bereitgestellt, wobei eine 
St^exmgselfiknxmikbaugruppe der Leistungsendstufe 
raurnlich zugeordnet ist und im gleichen Gehause angeord- 
net ist Damit ist edn besonders kompakter Aufbau einer 
funktionstachtigen Gesamtanoidnung gegeben, da hierbei 
sowohl die Steueirungselektxonikbaugruppe als auch die Lea- 
stungsendstufe mit ihrer Vielzahl an H^lbhrrirlmnMnm rimTTy - 
gen bzw. Halbbruckenbau gruppen im gleichen Kflhlmertium 
untergebracht sind, als auch die Steuerledtungen sehr kurz 
und stdnmgsunempnndlich gefxihrt sein kdnnen. 

Die fur die Erfindung verwendeten Haihleiter sind var- 
zugsweise durch schneDscfaaltende, vedustarrne Feldeffekt- 
Transistoren (EEls) oder durch scbnellschaltende, vedust- 
arrne bipolare Transistoren mit isoliettem Gateanscblufi 
(IGBTs) gebildet Dabei kBnnen mehrere Paare in Serie ge- 
schalteter Halbleiterschalter parallel geschaltet sein, AuBer- 
dem kdnnen die Halbleiterschalter durch eine groSe Anzahl 
von einzelnen HaMritcrschalter-B auclemcnten mit jeweils 
Ideinen Schalfleastungen gebildet sein, Durch die Verwen- 
dung vieler Halbleaterschalterelemente mit jeweils einer re- 
lativ kleinen Schaltleistung, die jedoch einfach parallel- 
schaltbar sind, kann eine gute KOhiung crrelcht werden, da fi 
die vielen Einzelbauteile gut durch das Kunlmedium er- 
reichbar sind. 

In der Zeichnung ist eine bevorzugte Ausfunrungsfbrm 
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des Erfindungsgegenstandes veranschaulicht. 

fig. 1 zeigt einen eleknischen SchaltpLan einer Halb- 
brflcke; 

fig* 2 zeigt eine HalbbrOckenbaugruppe in einer schema- 
tischen Ansicht von oben. 

Fig. 3 zeigt zwei Eusammengefligte Halbbruckenbau- 
gruppen aus Fig. 2 in einer schematischen Scbmttdarstel- 
lung langs der Lime H-H von vorne. 

Fig. 1 zeigt eine HalbbrOckB 10, die vier parallel geschal- 
tete Paare 12a, 12b, 12c, 12d von N-Kanal MOSFEls auf- 
wedst, die als Halbleiterschalter wirken, Jeweils zwei der 
MOSFKIb 14, 22; 16, 24; 18, 26; 20, 28, die jeweils ein Paar 
bilden, sind in Serie geschaltet Jeweils der erste MOSFBT 
14; 16; 18; 20 jedes Paares liegt mit seinem Source-An- 
schlufi auf einem hohen Sparmungspotcntial Vgg, und jeder 
zwedte MOSFET 22; 24; 25; 28 jedes Paares liegt mit sei- 
nem Drain- AnschluB auf einem medogen Spanuiingspoten- 
tial VDD. Dabei sind zur Bil d ung eines Ausgangs A der 
Drain-AnscnluB jedes der ersten MOSFEls 14; 16; 18; 20 
und der Source- AnschluB jedes der zwei ten MOSFEls 22; 
24; 26; 28 miteanander verbunden. Jeweils ein Steuerein- 
gang 32; 34 ist fur die Gruppe der ersten MOSFEls 14; 16; 
18; 20 bzw. die Gruppe der zweiten MOSFEls 22; 24; 26; 
28 vorgesehen, wobei tiber Gatewiderstande 36; 38; 40; 42 
bzw. 44; 46; 48; SO die Gateanschlusse der jeweiligen MOS- 
FEls angesteuert werden* 

Zwischen dem hohen und dem niedrigen Spannungspo- 
tential Vss und V D d ist eine Stutzkondens alcranordnung an- 
geordnet, die duzch einzelne parallelgeschaltete Stntzkon- 
densatoren 52a, 52b, 52c, 52d gebildet ist. Die Ausfuhrung 
der Kondeusatoranordnung 52a, 52b, 52c, 52d ist weiter un- 
ten detaillierter beschrieben. Die Ansteuerung der jeweili- 
gen Gruppe der MOSFEls erfolgt mit einem (pulsweiten- 
modulierten) Steuersignal von mehr als 20 kHz Schaltfre- 
quenz an, Vorzugsweise betragt die Schalt&equenz 100 kHz 
und mehr. 

Wis in Fig. 2 gezeigt, sind die ersten MOSFEls 14; 16; 
18; 20 mit ihrem Source- AiischluB S auf einer gemeinsamen 
ersten, mit dem hohen Spanmingspc*ential Vss verbindba- 
ren metallischen Leiterschiene 60 angeloteL Die Leiter- 
schiene 60 hat ein im Querschnitt etwa xechteckiges Profil 
und ist aus Kupfer oder einem ahnUch gut eleknischen 
Strom und Warme leitenden Material hergestellt 

Die zweiten MOSFEls 22; 24; 26; 28 sind mit ihrem 
Source- AnschluB (S) auf einer gemeinsamen zweiten, den 
Ausgang A bildenden metallischen Leiterschiene 62 angeld- 
tet, wobei die zweite Leiterschiene 62 im Ab stand zur ersten 
Leiterschiene 60 neben dieser angeordnet ist Auch die 
zweite Leiterschiene 62 hat ein im Querschnitt etwa recht- 
eckiges Profil und ist aus dem gleichen Material wie die er- 
ste Leiterschiene 60 hergestellt. 

Die zweiten MOSFEls 22; 24; 26; 28 sind tiber einen 
oder mehiere Bond-Diante 64 jeweils mit ihren Drain-An- 
schlussen D rait einer gemeinsamen dritten, mit dem niedri- 
gen Spannungspotennal Vpo verbindbaren metallischen 
Leiterschiene 66 verbunden, wobei die dritte Leiterschiene 
66 im Abstand zu und neben der zweiten Leiterschiene 62 
angeordnet ist 

Die ersten MOSFEls 14; 16; 18; 20 sind fiber einen oder 
mehrere Bond-Drahte 68 jeweils mit ihren Drain- Anschlus- 
sen D mit der zweiten Leiterschiene 62 verbunden. 

Die Kcxndensatoranonlnung 52 ist durch mehrere nrit der 
ersten und der dritten Leiterschiene 60, 66 durch stufenfor- 
mige AnschluBbleche 72, 74 verbundene blcckformige Fo- 
lienkondensatoren 52 a . . . 5 2d gebildet An ihren freicn fin- 
den weisen die AnschluBbleche 72, 74 Locher 72a, 74a auf, 
durch die Schrauben 96, 98 zur Befesugung der AnschluB- 
bleche 72, 74 zwischen den jeweiligen Leiterschienen und 
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Abstandshaltam 86, 88 reichen. Die stufenfarmigen Ad- 
schluBbleche 72, 74 sind so bemessen, daS die blockfarmi- 
geo Folienkondensaioira 52a ... 5 2d die jeweiligea ersten 
und zweixen Halbleiterschalrer derart ubergreift, daB sich die 
Halbleiterschalter ranmlich zwischen den eatsprecfaenden 5 
Leaterschieoeii und dem jeweiligen blockfbmrigen Folien- 
kondensator befinden. Dabei ist zwischen den Halbleiter- 
schaliem und dem FoBenkondensator noch ein kleiner Ab- 
stand eingehallfin, so daB die Kihlflussigkeit dazwischen 
hindiirchsrrdrnen kann. Die Ab stands halter 86, 88 sind so LO 
dimensioniertp daB die FoUenkondensatoren sie nicbt fiber- 
ragen. 

Die in Fig. 1 gezeigten Dioden 14a . . . 28a sind in der 
Ausfiihrungsfbrm von Fig. 2 als in die MOSFETs integriert 
ausgefOhrt und daner nicbt separat gczeigL Im ubrigen wa- is 
ren separate Dioden 14a . 28a neben den MOSFETs 14 
... 28 ebenfalls auf der ersten bzw. zweiten Leiterschiene 
60, 62 angeldtet 

Um cine separat herstellbare und handhabbare Einbeit ei- 
ner Halbbruckenbaugnippe bereitzustellen, sind die erste, 20 
zweite und dritte Leiterschiene 60, 62, 66 durch eine elek- 
trisch isolierende Tragerplatine 90 tw^b^^ Tfiir H na n^*" 1 ' 
fest verbunden, Dazu ist die Trfigerplatinc 90 an der glei- 
cheo Oberflache wie die Halbleitcrschalter auf die Letter- 
schrienen aufgeklebt Die Trageiplarine 90 dient auBerdem 25 
der Aufnahrne von Verbinaungslei hingen 32, 34 zwischen 
den jeweiligen Steuercingangen G der Halbleiterschalter 
und den Pins der Anschlufileiste 76 zur Verbindung mil der 
Ansteuerednricbtung . 

Wie in Kg. 2 gezeigt, sind die jeweiligen Steuereingange 30 
G sowie einige Testpins an einer AnschluBleiste 76 an der 
Tragerplatine 90 zur Verbindung mil einer Ansteuereinricb- 
tung im Bereich einer ersten Stimseite 78 (in Fig, 2 unten) 
der Leiierschienen 60, 62, 66 herausgeruhrt, wahrend der 
Ausgang A an einen AnschluB 80 zur Verbindung nrit einem 35 
elekrrischen Verbraucher im Bereich einer der ersten Stim- 
seite 78 gegenuDediegenden, zweiten Stimseite 82 der zwei- 
ten Leiterschiene 62 (in Fig, 2 oben) herausgefUhrt ist 

Auf der Tragerplatine 90 sind auch Gate-Widerstande 36 
. . . 50 (siehe Fife. 1) als SMD-Bauteile (surface mounted de- 40 
vice) zwischen den jeweiligen Steuercingangen G der MOS- 
FEls und den eotsprechenden Fins der AnschluBleiste 76 
angeordnet Die Verbindung der Gate-Widerstande mit den 
Steuercingangen G der MOSFEls erfolgt ebenfalls liber 
Bond-Drante 70. 45 

Wie in Fig, 2 zu sehen ist, weist die Tragerplatine 90 
rechtecldge Aussparungen 92 auf, durch die die Halbleiter- 
schalter bzw. die Dioden Mndurchragen. Darrnt ist der Ge- 
samtaufbau relati v flach, 

Zur Bildung einer Halbbrucken anardnung konnen meh- 50 
rare der vorstehend beschriebenen HalbbrUckenbaugruppen 
mitemander mechanisch fest verbunden und clekrrisch par- 
allel geschaltet sein. Dies ist in Fig, 3 veranschaulicht, wo 
bed zwei irimtisch Halbbriicksnbangruppen ubereinandBrge- 
stapelt und rnileinander yerschraubt sind. Eisichtlicfa dienen SS 
die auBeren Leiterschienen 60, 66 sowie die dazwischen an- 
geordneten Abstandshalter 86, 88 zur gcmcinsamcn Strom- 
zufuhmng fur die HalbleiterschaltEtz; wahrend die Ausgange 
A der einzelnen I Tal hhrft f»to»ribfi ugrnpp«p getrennt hinterein- 
ander bereitgestellt sind. ® 

Die in Fig, 3 gezeigte Anordnung kann - fur jede Phase 
einer elektzischen Verbindung — iiber die AnschluBleiste 76 
(siehe Fig, 2) mit einer gemeinsarnen Steurungseleldronik- 
baugruppe zu einer kompakten Einbeit verbunden werden, 
die in einem gemeansamen Gehause untergebracht ist. Dabei 65 
ist das Gehause fhriddicht ausgefOhrt und enthMlt das inerte 
Kunlinedium, z, B. einen Fluorchlorkohl ren wassers toff. 



Fatentanspruche 

1. Halbbrtlckenbaugruppe zum Schalten elektrischer 
Leistungen, die in einem eine elektrisch isolierende 
Kflhlflu ssjgkeit enmaitenden Gehause angeordnet ist, 
und bei der 

- wemgstens zwei Halbiedterschalter (14, 22; 24, 
18, 26; 20, 28) unter Bildung einer Halbbrucke 
(12a, 12fc, 12c, L2d) in Serie geschaltet sind; 

- jeder Halbleiterschalter (14, 22; 24, 18, 26; 20, 
28) einen Stcuereingang (G) zur Verbindung mit 
einer Ansteuereinrichtung aufweist; 

- der erste HalbleitBxschalter (14, 16, 18, 20) mit 
seinem Souice-Anschhi B (S) nrit einem hohen 
Spannungspotential (Vss) verbindbar ist; 

- der zweite Halbleiterschalter (22, 24, 26, 28) 
mit seinem Drain- AnschluB (D) mit einem niedri- 
gen Spannungspotential (V DD ) verbindbar ist; 

- zur Bildung eincs Ausgangs (A) der Drain-An- 
schluB (D) jedes ersten Hamleiterschalters (14, 
16, 18, 20) mit dem Source- AnschluB (S) des je- 
weiligen zweiten Halbleiterschalters -(22, 24, 26, 
28) verbunden ist; und 

- wemgstens eine Kondcns atoranordnung (52) 
zwischen dem hohen und dem niedngen Span- 
nungspotential (Vss, V D d) angeordnet ist; 
dsdiireh gekennzelctuiet, daB 

- jeweilige erste Halbleiterschalter (14, 16, 18, 
20) mit ihiem Source* AnschluB (S) auf einer ge- 
meinsarnen ersten, mit dem hohen Spannungspo- 
tential (Vss) verbindbaren metallischen Leiter- 
schiene (60) angeordnet sind; 

- jeweilige zweite Halbleiterschalter (22, 24, 26, 
28) mit ihrem Source* AnschluB (S) auf einer ge- 
meinsarnen zweiten, den Ausgang (A) bildenden 
metallischen Leiterschiene (62) angeordnet sind, 
wobei die zweite Leiterschiene (62) im Ab stand 
zur ersten Leiterschiene (60) neben dieser ange- 
ordnet ist; 

- jeder zweite Halbleiterschalter {22, 24, 26, 28) 
mit seinem Drain- AnschluB (D) mit einer gemein- 
sarnen dritten, mit dem niedngen Spannungspo- 
tential (V D d) verbindbaren metallischen Leiter- 
schiene (66) verbunden ist, die im Abstand zu und 
neben der ersten und der zweiten Leiterschiene 
(60, 62) angeordnet ist; 

- die Kondensatoranordnung (52) einen mit der 
ersten und der dritten Leiterschiene (60, 66) durch 
Anschlusse verbundenen Stntzkondepsator (52a 
. . . 52d) aufweist, der den ersten und zweiten 
Halbiedterschalter (14, 22; 24, 18, 26; 20, 28) der- 
art ubergreift, daB sich die Halbleiterschalter 
raumlicb zwischen den entspiechenden Leiter- 
schienen (60, 66) und dem S ul tekondensalor (52a 
. . . 52d) befinden; 

- der Stcuereingang <G) cincn AnschluB (76) zur 
Verbindung mit der Ansteuereinrichtung im Be- 
reich einer ersten Stimseite (78) der Leiterschie- 
nen (60, 62, 68) aufweist, und 

- der Ausgang (A) einen AnschluB zur Verbin- 
dung mit einem elcktrischcn Verbraucher im Be- 
reich einer der ersten gegenuheriiegenden, zwei- 
ten Stimseite (82) der zweiten Leiterschiene (62) 
aufweist 

2. HalbbrQckenbaugruppe nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB an der ersten undToder der dritten 
Leiterschiene (60, 66) elektrisch e leitende Abstands- 
halter (86, 88) angeordnet sind. 
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3. HalbbrQckenbaugruppe nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die erste, zweite und dritte Leiter- 
schiene (60, 62, 66) dutch eine clektrisch isolierende 
Tragerplatine (62) mechanisch miteinander fest ver- 
bunden sind. 5 

4. HalbbrQckenbaugruppe nach Anspzucb 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die erste, zweite und dritte Leiter- 
schiene (60, 62, 66) durch elektrisch isolierende Siege, 
die zwischen den einzelnen Leiterscrrienen angeordnet 
sdnd, mechanisch tnit«in«riA»r fest verbunden sind. LO 

5. HalbbrQckenbaugruppe nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB an den Leiterschienen (60, 62, 66) 
eine elektrisch isolierende Folie rrdt Verbindungslei- 
tungen zwischen den jeweiligen Steueremgaogen und 
dem AnschluB zur Verbindung rrrit dcr Anstcuerein- is 
richtung angeordnet ist 

6. HalbbrQckenbaugruppe nach Anspruch 3, dadurch 
gpJcpnn Yt*i nhnpi' ( daB die f- l ^jc tr is^- b isolierende Hfcager- 
platine (62) Verbindungsleitungen zwischen den jewei- 
ligen Steuereingangcn und dem AnschluB zur Verb in- 20 
dung mit der Argteuereinrichtung aufweist 

7. Halbbruckenbaugruppe nach Anspruch 3 oder 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die elektrisch isolierende 
Tragerplatine oder die Folie Gate-Widerstande trSgt, 
die zwischen den jeweittgen Steuereingatigen und dem 25 
AnschluB zur Verbindung mit der Ansteuereinrichtung 
vorgeseben sind. 

8. HalbbrQckenanordnung, dadurch gekennzeichnet, 
daB wenigstens zwei Halbbriickeob augruppen nach ei- 
nem oder mehreren der vorhezgehenden Anspruche 30 
mechanisch einander zugeordnet sind und elektrisch 
parallel geschaltet sind. 

9. Ledstungsendstufe einer AnstEuereinrichtung fur ei- 
nen rnehrphasigen Eiektromotar, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB fur jede Phase des Electromotors eine 35 
HalbbrQckenanordnung nach Anspruch 8 bereitgesteOi 
ist, wobei die Halbbrilckenanordnungen nebeneinandsr 
angeordnet sind. 

10. Lei stungs endstufe einer Ansteuereinri chtung fur 
einen rnehrphasigen Elektromotor, dadurch gekerm- 40 
zeichnet, daB eine Steuerungseleklrornkbaugruppe der 
Leistungsecdstufe raumlich zugeordnet ist und im glei- 
chen Gehause angeordnet ist, 

11. Halbbruckenanardnung nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeicb- 45 
net, daB die Halbleiterschalter (14, 22; 24, 18, 26; 20 T 
28) durch schnellschaltende, vedustarme Feldeffekt- 
Transistoren (FEIs) oder durch schnellschaltende, ver- 
lustarme bipolare Iransistnren mit isoliertem Gatean- 
schluB (RjBTb) gebildet sind. 50 

12. HalbbrQckenanordnung nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeicb- 
net, daB mehrere Faare in Serie geschalteter Halbleiter- 
schalter parallel geschaliet sind. 

13. HalbbrQckenanordnung nach einem oder mehreren 55 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Halbleiterschalter durch eine groBe An rah 1 
von einzelnen "H^TH f ifor sch p^ ^pr w T^ g i '"*-l FTnentfTt mit je- 
weils klednen Sc h a Ulea stnng en gebildet sind. 
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